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[はじめに] 近紫外発光素子製作に向け，単結

晶 Al 基板上へGaN 薄膜成長検討を行ってき

た[1]．しかし， Al基板は表面酸化物の影響か

ら原子層レベルで平坦な表面を有することが

困難であった [2]．本研究では Sapphire や

4H-SiC 基板上に Al を成長し，疑似基板とし

て用いている．疑似 Al基板は真空装置内で製

作しているため酸化物の問題を解決すること

ができる．しかしながら GaN 成長が疑似 Al

基板に与える影響は明らかでない．本研究では， 

GaN成長が疑似Al基板に与える影響について

調べたので報告する． 

[実験方法] 成長用基板には 4H-SiC 基板と

Sapphire基板を使用し，成長方法には RF-MBE 

(radio-frequency plasma-assisted Molecular Beam 

Epitaxy)法を用いた．4H-SiC基板の成長前処理

は有機洗浄，無機洗浄を行った．Sapphire基板

は有機洗浄のみ行った．成長室内にて 850℃に

てサーマルクリーニングを行った後，基板温度

250℃にて Al を成長した．Alは，50 nm成長

し，基板温度 350℃で窒化を行った．窒化によ

り Al基板表面に AlN 層を形成した後，Al の

融点以下である 640℃にて GaN 成長を行った．

製作した試料は反射高速電子線回折(RHEED)

及び X 線回折(XRD)にて評価を行った． 

[実験結果と考察] 図 1に XRD θ-2θ測定の結

果を示す．Al を成長し表面窒化を行った場合

では(111)Al のピークが明瞭に観測された．し

かしながら GaN を成長した場合は(111)Al の

ピークが消失し，(0002)AlNのピークを観測さ

れた．これは、GaN成長時に疑似 Al基板の窒

化が進行していると考えられる． 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 疑似 Al基板と疑似 Al基板上 GaN成

長 θ-2θ測定結果． 
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